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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПО ОПТИКЕ КОГЕРЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

A. F. Hervey. C o h e r e n t L i g h t . Wiley-Interscience, a Division of John Wiley
and Sons Ltd, London — New York — Sydney — Toronto, 1970, 1300 pp.

Книга — энциклопедия по оптике когерентного излучения, бурно развиваю-
щейся области физики и техники. Появление всеобъемлющего обзора, включающего
описания всех направлений в этой области, весьма актуально. В книге содержится мате-
риал как по физике когерентного излучения и его взаимодействия с веществом, так
и по научным основам разнообразных применений когерентного излучения.

Книга содержит 1300 страниц текста и включает в себя 28 глав. Едва ли целе-
сообразно перечислять названия и характеризовать каждую из них, но имеются главы,
посвященные резонансному взаимодействию излучения с веществом, оптическим
резонаторам, принципам вынужденного излучения и технике создания инверсии
населенности, электронным генераторным приборам, лазерам различных типов, опти-
ческим антеннам, вопросам когерентности, нелинейной оптике, приемникам оптиче-
ского излучения, вопросам его распространения в атмосфере, связным и светолокацион-
ным системам и т. д. Имеются краткие описания топографической техники, приложе-
ний в фотохимии, биологии и даже систем лазерного оружия.

Все главы представляют собой хорошие обзоры с полной библиографией. Осо-
бенно приятно отметить, что в библиографии представлены (вместе с названиями ста-
тей) все советские работы, включая издания, не переведенные на иностранные языки.
Уровень изложения рассчитан на студентов-физиков старших курсов и инженеров.
Очень важно, что в книге, наряду с принципиальными вопросами теории, содержатся
описания экспериментальной техники и элементов реальных устройств, а также боль-
шое количество численных иллюстраций, таблиц и графиков.

Книгу хорошо бы издать на русском языке — она могла бы быть настольной
у всех специалистов по квантовой электронике и смежных областей. Но делать это
нужно быстро, иначе она устареет; уж очень высокий темп развития сейчас у кванто-
вой электроники!

Р. В. Хохлов

019.941:539.238

ЭПИТАКСИАЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ

Л. С. Иалатник, И И Папиров. Э п и т а к с и а л ь н ы е п л е н к и , М.,
«Наука», 1971, 480 стр.

Развитие тонкопленочной технологии в микроэлектронике, квантовой электро-
нике, вычислительной технике является яркой иллюстрацией зависимости техниче-
ского процесса от фундаментальных исследований в области роста кристаллов и после-
дующего проявления обратной связи, когда определившееся прикладное значение
эпитаксиальной технологии обусловило дальнейший прогресс фундаментальных
исследований механизма образования, роста и свойств тонких пленок.

15 лет тому назад лишь немногие специалисты могли предположить, что резуль-
таты довольно отвлеченных научных работ по эпитаксиальному росту кристаллов полу-
чат широкое техническое применение. Но и они не предвидели, что развитие тонко-
пленочной технологии будет происходить столь быстрыми темпами и в таких масшта-
бах, какие мы наблюдаем в настоящее время.

Принято считать, что история технического использования эпитаксиальных пле-
нок в интегральных схемах начинается с 1960 г., однако идеи создания переходов
на основе тонких монокристаллических пленок полупроводников, как справедливо
указывают авторы рецензируемой монографии, были высказаны в начале пятидесятых
годов, причем значительный вклад в эту область физики и технологи тонких пленок
внесли советские ученые. За прошедшее десятилетие опубликовано свыше полутора
тысяч работ, посвященных изучению структуры, свойств и технических характеристик
тонких пленок.

Однако до сих пор не предпринимались попытки обобщить и осмыслить в серьез-
ной монографии весь этот огромный фактический материал. Причина этого отчасти
понятна: слишком велик риск, что монография, посвященная такой бурно развиваю-
щейся области, как физика и техника эпитаксиальных пленок, устареет прежде, чем
выйдет в свет.
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Появление книги Л. С. Палатника и И. И. Папирова «Эпитаксиальные пленки»
является поэтому событием примечательным, и мы не сомневаемся, что эта моногра-
фия привлечет к себе внимание широких кругов специалистов, интересующихся кри-
сталлофизикой и технологией выращивания тонких пленок. Книгу следует рассматри-
вать как продолжение изданной этими же авторами в 1964 г. монографии «Ориентиро-
ванная кристаллизация», посвященной анализу основных закономерностей эпитаксии
и описанию конкретных видов ориентированной кристаллизации. Как и ранее, в книгу
включены результаты собственных исследований авторов и учеников проф. Л. С. Па-
латника (I и V главы).

Монография «Эпитаксиальные пленки» имеет объем 30 печ. листов, состоит
из введения и пяти глав.

В первой главе дан анализ новых исследований по вопросам образования и роста
кристаллических зародышей в условиях гетерогенной кристаллизации. Описаны тео-
ретические представления о механизме образования зародышей на кристаллических
поверхностях, даны важнейшие аналитические выражения, характеризующие законо-
мерности этого процесса. Приведены наиболее интересные результаты эксперименталь-
ных исследований начальных стадий образования эпитаксиальных пленок и характера
соответствия решеток при эпитаксии. Значительное место уделено возможным меха-
низмам образования дефектов, которые, как известно, оказывают влияние на свой-
ства эпитаксиальных пленок.

Две следующие главы посвящены эпитаксиальным пленкам кремния и герма-
ния. Проведена систематизация различных способов наращивания, описаны достоин-
ства и недостатки используемых методик, кинетика и механизм осаждения из газовой
фазы, эпнтаксия при конденсации в вакууме, легирование и автолегирование пленок,
а также освещены вопросы, связанные со структурным совершенством пленок. Мень-
шее внимание уделено технике выращивания и конструкциям установок. В некоторой
мере это компенсируется тем, что вопросы, связанные с технологией наращивания
эпитаксиальных пленок, ранее уже обсуждались в литературе (см., например, «Кри-
сталлизация из газовой фазы», М., «Мир», 1965; «Основы технологии кремниевых
интегральных схем», М., «Мир», 1969).

В этих двух главах авторы уделяют больше внимания структуре и особенностям
формирования пленок кремния и германия при использовании различных методов,
в то время как свойства пленок рассмотрены менее подробно.

В четвертой главе описано выращивание эпитаксиальных пленок полупроводни-
ковых соединений из газовой и жидкой фазы. Дан сравнительный анализ разных спо-
собов кристаллизации из газовой фазы и выращивания структурно совершенных
пленок высокой чистоты.

Отметим, однако, что вопросам жидкостной эпитаксии уделено в общей слож-
ности всего несколько страниц, что, конечно, не соответствует степени значимости
этого метода на современном этапе технологии полупроводниковых эпитаксиальных
пленок и гетеропереходов.

В заключительной пятой главе рассмотрена кристаллизация пленок соединений
групп A n B V I , A I V B V I и Α Π Ι Β ν из паровой фазы в вакууме.

Здесь наряду с особенностями кристаллизации и структуры пленок подробно
описаны их кристаллофизические характеристики.

В отличие от предыдущей книги, в рецензируемой монографии дана корреляция
некоторых результатов экспериментальных работ с теорией гетерогенного наращива-
ния, отражены важнейшие проблемы эпитаксиальной кристаллизации.

В книге впервые систематизированы и обобщены результаты более чем тысячи
оригинальных работ. Условия эпитаксиального наращивания пленок различных
веществ представлены в виде обширных таблиц, которые следует рассматривать как
удобный справочный материал. К сожалению, в отдельных случаях содержащиеся
в таблицах сведения, заимствованные из разных работ, существенно отличаются между
собой, а оптимальные условия наращивания указаны далеко не всегда.

Архитектонику книги, в частности, деление материала на главы, разделы, под-
разделы и пункты следует признать удачной, так как она обеспечивает достаточно
легкое отыскание необходимой информации, несмотря на отсутствие предметного ука-
зателя.

В целом рецензируемая монография написана на высоком научном уровне и отли-
чается конкретностью и сжатостью формы изложения материала.

Издание новой монографии Л. С. Палатника и И. И. Папирова «Эпитаксиальные
пленки» с интересом встречено физиками и инженерами, работающими в области
тонкопленочной электроники и технологии полупроводниковых материалов. Для
многих она станет настольной книгой

В. Н. Маслое
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ДИФФУЗИЯ В КРИСТАЛЛАХ

Я. Е. Гегузин. О ч е р к и о д и ф ф у з и и в к р и с т а л л а х . Научно-
популярная серия, М., «Наука», 1970, 180 стр.

Изложению физических основ диффузионных процессов в твердых телах и свя-
занных с ними явлений посвящен ряд специальных монографий. Однако до сих пор
никто не пытался изложить эти вопросы в популярной форме, доступной широкому
кругу читателей. Такую задачу взял на себя профессор Харьковского государствен-
ного университета Я. Е. Гегузин — известный специалист в области исследований
диффузионных явлений в твердых телах. Вышедшая недавно его книга «Очерки о диф-
фузии в кристаллах» является большой удачей автора. Его книга не только популярное
изложение сложных физических явлений, но изложение остроумное и увлекательное.
Книга посвящена памяти нашего замечательного физика Якова Ильича Френкеля,
создателя основ современной теории диффузии в твердых телах. Во «Введении» автор
кратко, но выпукло характеризует роль Я. И. Френкеля, его идей в рассматриваемой
области физики.

Книга написана в виде ряда очерков, в каждом из которых изложены отдельные
вопросы, касающиеся механизма диффузионного перемещения атомов и ионов в кри-
сталлах. В некоторых из очерков описываются явления, обусловленные диффузией
(«Диффузионная ползучесть кристаллов», «Спекание порошков», «Диффузионное дви-
жение включений»). Автору удалось почти каждый из рассматриваемых вопросов
иллюстрировать наглядными и остроумными примерами и рисунками. Остроумно
и интригующе подобраны и заголовки отдельных глав-очерков и параграфов («Беспо-
рядок, который порядку необходим», «Бесцельная само диффузия», «События вблизи
плотины», «Куда уходит пустота?» и др.)-

В связи с развитием современной техники, в частности полупроводниковой тех-
ники, в последние годы сильно возрос интерес к диффузионным явлениям в твердых
телах среди большого круга инженерно-технических работников и других лиц, сопри-
касающихся с диффузионными явлениями в твердых телах в своей производственной
деятельности. Книга Я. Е. Гегузина несомненно будет прочитана ими с большим инте-
ресом и пользой. Она поможет школьникам старших классов и студентам технических
вузов глубже уяснить себе физическую природу диффузионных явлений в твердых
телах. А специалистам, работающим в области исследования диффузионных процессов
в твердых телах, чтение «Очерков» доставит большое удовольствие, напомнив, в какой
увлекательной области физики они работают.

Б. И. Болтакс

019.941-539.1

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭФФЕКТА МЁССБАУЭРА

P r o c e e d i n g s of t h e C o n f e r e n c e o n t h e A p p l i c a t i o n
of t h e M o s s b a u e r E f f e c t . Tihany, Hungary. June 17—21, 1969 (I. Dezsi,
Ed.), Academiai Kiado, Budapest, 1971, 808 pp.

О Конференции по применению эффекта Мёссбауэра в Тихани (Венгрия) уже
подробно сообщалось в УФН (101, 343 (1970)). Поэтому здесь мы ограничимся кратким
изложением содержания изданного только что на английском языке Академией наук
Венгрии сборника трудов Конференции.

Труды Конференции разделены на десять следующих разделов:
1. Общие проблемы (12 докладов).
2. Релаксационные эффекты (9 докладов).
3. Эффект Гольданского — Карягина (7 докладов).
4. Поверхностные явления (8 докладов).
5. Сплавы (14 докладов).
6. Окислы (14 докладов).
7. Замороженные растворы (5 докладов).
8. Применения в биологии (2 доклада).
9. Применения в химии (18 докладов).

10. Прочие применения (3 доклада).
Всего в сборнике опубликовано 92 доклада, из них советскими учеными пред-

ставлено 37 докладов. Большинство докладов представляет собой оригинальные


